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ทรานซิสเตอร์ทีถู่กผลติขึน้มาใช้งานมมีากมายหลายชนิด หลายเบอร์ หลายลกัษณะ 
หลายคุณสมบัต ิและหลายรูปร่าง ท าให้ได้คุณสมบัตเิฉพาะตวัของทรานซิสเตอร์มีความ
แตกต่างกนัไป เช่น ค่าทนแรงดนั ค่าทนกระแส อตัราขยาย การตอบสนองความถี่ ค่า
อมิพแีดนซ์ และย่านการท างานที่เหมาะสม เป็นต้น เม่ือน าทรานซิสเตอร์ไปต่อวงจรใช้งาน 
โดยใช้ค่าส่วนประกอบต่างๆ ของวงจรเป็นตัวก าหนดย่านการท างาน ท าให้สามารถก าหนด
ลกัษณะเฉพาะของวงจรท างานได้ คือการก าหนดไบแอสให้วงจรทรานซิสเตอร์ต้องเป็น
เฉพาะเบอร์ หรือเฉพาะแต่ละตวัทรานซิสเตอร์ รวมถึงการน าไปใช้งานในแต่ละวงจร

กราฟแสดงคุณสมบัตขิองตัวทรานซิสเตอร์ เป็นกราฟบอกถึงลกัษณะการท างานของตวั
ทรานซิสเตอร์ ด้วยการก าหนดย่านการท างานในแต่ละต าแหน่ง การใช้งานจะต้องเลือกจุด
ท างานทีเ่หมาะสมให้ตวัทรานซิสเตอร์ ท าให้ตวัทรานซิสเตอร์ท างานได้ถูกต้อง
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การท างานในกราฟของตวัทรานซิสเตอร์แสดงไว้ 3 ย่าน คือ ย่านหยุดท างาน ย่านท างาน 
และย่านอิม่ตวั มีเส้นภาระ หรือเส้นโหลด (Load Line) บอกสภาวะท างานของตัว
ทรานซิสเตอร์ในแต่ละต าแหน่ง ย่านการท างานของตวัทรานซิสเตอร์ มีดงันี้

1. ย่านหยุดท างาน หรือย่านคตัออฟ (Cutoff Region)  เป็นย่านที่ทรานซิสเตอร์ไม่ท างาน 
ไม่มีกระแสไหล ด้วยการงดจ่ายแรงดันไบแอสให้ทีข่าเบส (B) ท าให้ไม่มีกระแสเบส (IB) 
ไหล ส่งผลให้กระแสคอลเลกเตอร์ (IC) หยุดไหลตามไปด้วย

2. ย่านท างาน (Active Region)  เป็นย่านที่ทรานซิสเตอร์ท างาน  มกีระแสไหลในตัว
ทรานซิสเตอร์ ค่ากระแสคอลเลกเตอร์ (IC) ไหลเปลีย่นแปลงอย่างเป็นสัดส่วน ตามการ
ควบคุมการท างานของกระแสเบส (IB) กราฟในช่วงนีเ้ป็นย่านเส้นตรงหรือย่านเชิงเส้น 
(Linear) ย่านนีส้ามารถน าไปใช้งานในวงจรขยายสัญญาณชนิดต่างๆ ได้ โดยเลือกจุดท างาน
ในย่านที่เหมาะสมได้ตามต้องการ



3. ย่านอิม่ตวั (Saturation Region)  เป็นย่านที่ทรานซิสเตอร์ท างานน ากระแสถึงจุด
อิม่ตวั มีแรงดันคอลเลกเตอร์อมิิตเตอร์ (VCE) คงที ่ถึงแม้มีการเปลีย่นแปลงค่าแรงดนั
ไบแอสท าให้กระแสเบส (IB) เปลีย่นแปลงกต็าม     

การเลือกย่านท างานของทรานซิสเตอร์ ต้องเลือกให้ถูกต้องกบัหน้าที่การท างานของตวั
ทรานซิสเตอร์  เช่น น าทรานซิสเตอร์ไปใช้เป็นสวติช์ต้องเลือกจุดท างานที่ย่านหยุดท างาน 
และย่านอิม่ตวัไปควบคุมให้วงจรสวิตช์ทรานซิสเตอร์ท างานสลบักนั  หรือน าทรานซิสเตอร์
ไปใช้ในวงจรขยายสัญญาณไฟสลบั ต้องเลือกจุดท างานทีย่่านท างานย่านใดย่านหน่ึง ที่
ก าหนดจุดท างานตามคลาสการขยาย เป็นต้น



สวติช์ทรานซิสเตอร์ทางอุดมคต ิ(Ideal Transistor Switch) เป็นทรานซิสเตอร์ที่ท างาน
เหมือนสวติช์ไฟฟ้าจริง โดยไม่ค านึงถึงคุณสมบัตอ่ืินๆ ภายในตวัทรานซิสเตอร์ โดยในขณะ
ทีต่ัวทรานซิสเตอร์ท างาน ถือว่าค่าความต้านทานในตวัทรานซิสเตอร์มีค่าต ่าสุด เสมือน
วงจรลดั (Short Circuit)  เป็นสวติช์ในสภาวะต่อวงจร (ON)  และขณะทรานซิสเตอร์ไม่
ท างาน  ถือว่าค่าความต้านทานในตวัทรานซิสเตอร์มีค่าสูงสุด  เสมือนวงจรเปิด (Open 
Circuit)  เป็นสวติช์ในสภาวะตดัวงจร (OFF)





คุณสมบัตขิองทรานซิสเตอร์ทางอุดมคตทิ าหน้าทีเ่ป็นสวิตช์ต่อวงจร (ON) หรือตัด
วงจร (OFF) โดยไม่ค านึงถึงคุณสมบัติอ่ืนๆ ทีเ่กดิขึน้ภายในตวัทรานซิสเตอร์ เช่น ค่ากระแส
ร่ัวไหล (Leakage Current) ค่าแรงดนัเบสอมิิตเตอร์ (VBE) ค่าความจุทางอนิพุต (Input 
Capacitance) ค่าความจุทางเอาต์พุต (Output Capacitance) และค่าสัญญาณรบกวน 
(Noise Figure) เป็นต้น



ในช่วงเวลา t0 ถึง t1 สัญญาณอนิพุต Ei มรีะดบัแรงดนั +E V ป้อนเข้ามาที่จุด 1 มแีรงดนั
เป็นบวกเทียบกบักราวด์ ขา B ของทรานซิสเตอร์ได้รับไบแอสตรง ทรานซิสเตอร์ท างานเปรียบ 
เสมือนสวติช์ทรานซิสเตอร์ต่อวงจร (ON) ต่อขา C ของทรานซิสเตอร์ลงกราวด์ เอาต์พุต Eo มี
ค่าเป็น 0 V แสดงดงัรูป (ก)

ในช่วงเวลา t1 ถึง t2 มสัีญญาณอนิพุต Ei ระดบัแรงดนั –E V ป้อนเข้ามาที่จุด 1 มแีรงดนั
เป็นลบเทียบกบักราวด์ ขา B ของทรานซิสเตอร์ได้รับไบแอสกลบั ทรานซิสเตอร์ไม่ท างาน
เปรียบ เสมือนสวติช์ทรานซิสเตอร์ตดัวงจร (OFF) ตดัขา C ออกจากขา E ของตัว
ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต Eo มค่ีาเท่ากบัแหล่งจ่าย +VCC แสดงดงัรูป (ข)  

ในช่วงเวลา t2 ถึง t3 มสัีญญาณอนิพุต Ei ระดบัแรงดนั +E V ป้อนเข้ามาอกีคร้ัง เหมือนกบั
ช่วงเวลา t0 ถึง t1 การท างานของวงจรและสัญญาณออกเอาต์พุต Eo ได้ออกมาเหมือนช่วงเวลา 
t0 ถึง t1 การท างานของวงจรจะสลบัไปสลบัมาเช่นนีเ้ร่ือยไป ดงัรูป (ข)



ถ้าทรานซิสเตอร์ทีใ่ช้ในวงจรเป็นชนิด PNP ลกัษณะการจัดไบแอสให้วงจร สัญญาณที่
ได้ออกเอาต์พุต Eo และการท างานจะเป็นตรงข้าม



สวติช์ทรานซิสเตอร์ทางอุดมคตทิีก่ล่าวมา ถือว่าตวัทรานซิสเตอร์เป็นเสมือนสวติช์
ทางไฟฟ้า ท าหน้าทีเ่พยีง 2 สภาวะ คือ ขณะสวติช์ต่อวงจร (ON) มีกระแส IC ไหล
สูงสุด และแรงดนั VCE เป็น 0 V ขณะสวติช์ตัดวงจร (OFF) กระแส IC เป็น 0 mA
และแรงดนั VCE มีค่าเท่ากบัแรงดนั VCC โดยไม่ค านึงคุณสมบตัอ่ืินๆ 

สวติช์ทรานซิสเตอร์ทีน่ ามาใช้งานจริง ในขณะทีท่รานซิสเตอร์ท างานเป็นสวติช์
จ าเป็น ต้องค านึงค่ากระแสร่ัวไหลและค่าแรงดนัตกคร่อมตวัทรานซิสเตอร์ เพราะค่า
ทั้งสองนีจ้ะมีผลต่อการควบคุมการท างานของตวัทรานซิสเตอร์ มีผลต่อสภาวะการ
น ากระแสและหยุดน ากระแสของตวัทรานซิสเตอร์ การศึกษารายละเอยีดของตวั
ทรานซิสเตอร์ท าได้หลายทาง เช่น ดูคุณสมบตัขิองทรานซิสเตอร์แต่ละเบอร์ และดู
จากกราฟคุณลกัษณะในการท างานของตวัทรานซิสเตอร์
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แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างกระแสคอลเลกเตอร์ (IC) กระแสเบส (IB) และแรงดนั
คอลเลกเตอร์อมิิตเตอร์ (VCE) ลกัษณะกราฟแตกต่างไป รูปกราฟทีแ่สดงแบ่งพืน้ที่
ออกเป็น 3 ส่วน  แสดงไว้ด้วยอกัษร A, B และ C  พืน้ทีถู่กระบายไว้ในส่วนตัว A เป็น
ย่านการท างานทรานซิสเตอร์ในสภาวะอิม่ตวั คือ สภาวะทีท่รานซิสเตอร์ถูกควบคุมให้
ท างานเตม็ที ่พืน้ทีสี่ขาวในส่วนอกัษร B เป็นย่านการท างานของทรานซิสเตอร์ใน
สภาวะท างานตามการกระตุ้น ถูกน าไปใช้เป็นย่านขยายสัญญาณแบบคลาส A และ
พืน้ทีถู่กระบายไว้ในส่วนอกัษร C เป็นย่านการท างานของทรานซิสเตอร์ในสภาวะคตั
ออฟ คือสภาวะทรานซิสเตอร์ถูกควบคุมให้หยุดการท างาน



ทีจุ่ดท างานในต าแหน่งสวติช์ต่อวงจร (ON) ต าแหน่งนีเ้ม่ือทรานซิสเตอร์
ท างานทีจุ่ดอิม่ตัวแรงดันตกคร่อมระหว่างคอลเลกเตอร์กบัอมิิตเตอร์ (VCE) มี
ค่าแรงดันประมาณ 0.3 V  เรียกค่า แรงดันนีว่้า แรงดัน VCE อิม่ตัว (VCE(sat)) 
โดยทัว่ไปจะมีค่าประมาณ 0.1V ถึง 0.5V ขึน้อยู่กบัชนิดของสารกึง่ตัวน าที่ใช้
ผลติทรานซิสเตอร์  เช่น ทรานซิสเตอร์ชนิดซิลคิอน (Si) VCE(sat) = 0.3 V และ
ทรานซิสเตอร์ชนิดเจอร์เมเนียม (Ge) VCE(sat) = 0.1 V เป็นต้น



วงจรท างานและวงจรสมมูล (Equivalent Circuit) ทีจุ่ดท างานต าแหน่ง
สวิตช์ตัดวงจร (OFF) ในต าแหน่งนีข้ณะที่ขา B ของทรานซิสเตอร์ได้รับแรงดัน
ไบแอสกลบัไม่มีกระแสเบส (IB) ไหล แต่ยงัมีกระแสคอลเลกเตอร์ (IC) ไหล
ภายในตัวทรานซิสเตอร์เลก็น้อย เป็นกระแสที่เกดิจากการจ่ายไบแอสกลบัทีข่า C 
กบัขา B ของทรานซิสเตอร์ เรียกกระแสนีว่้ากระแสคอลเลกเตอร์คตัออฟ 
(Collector Cutoff Current) หรือ ICBO กระแส ICBO นีเ้กดิขึน้เปลีย่นแปลงค่า
ตามความร้อนในตัวทรานซิสเตอร์ เม่ือทรานซิสเตอร์ร้อนขึน้ค่า ICBO จะไหล
มากขึน้ตามไปด้วย





สวิตช์ทรานซิสเตอร์ใช้งานจริงขณะทรานซิสเตอร์ท างาน ไม่ว่าขณะได้รับ
ไบแอสตรงหรือขณะได้รับไบแอสกลบักต็ามต้องค านึงถึงคุณสมบัติต่างๆ ของตัว
ทรานซิสเตอร์ด้วยเสมอ เพราะค่าเหล่านีจ้ะส่งผลต่อการท างาน และมีผลต่อการ
เปลีย่นแปลงการท างานของวงจรด้วย  ในการควบคุมให้ทรานซิสเตอร์
เปลีย่นแปลงการท างาน จะเกดิช่วงเวลาในการเปลีย่นแปลงการท างานขึน้มา 
ส่งผลต่อสัญญาณทีส่่งออกเอาต์พุตมีเวลาในการท างานแตกต่างไปจากเวลาของ
สัญญาณอนิพุตท างาน  เกดิเป็นช่วงเวลาท างาน (Turn – On Time) หรือ tON
และช่วงเวลาหยุดท างาน (Turn – Off Time) หรือ tOFF ขึน้มา  ท าให้การ
เปลีย่นแปลงการท างานของสวิตช์ทรานซิสเตอร์เกดิความล่าช้า





ในช่วงเวลาท างาน (tON) เป็นช่วงเวลาที่ทรานซิสเตอร์เปลีย่นแปลงการท างานจาก
สภาวะหยุดน ากระแสเป็นสภาวะน ากระแส  มรีะดบัแรงดนัตกคร่อมตัวทรานซิสเตอร์
เปลีย่นแปลงจาก 100 % ลดลงมาเหลือ 10 %

ในช่วงเวลาหยุดท างาน (tOFF) เป็นช่วงเวลาทีท่รานซิสเตอร์เปลีย่นแปลงการท างานจาก
สภาวะน ากระแสเป็นสภาวะหยุดน ากระแส  มรีะดบัแรงดนัตกคร่อมตัวทรานซิสเตอร์จาก 0 
% เพิม่ขึน้ไปถึง 90 % ในช่วงเวลา tOFF

คุณลกัษณะของสวติช์ทรานซิสเตอร์ ทั้งเวลาหน่วง (td) เวลาสะสม (ts) เวลาเคล่ือนขึน้ 
(tr) และเวลาเคล่ือนลง (tf) จะถูกบอกไว้ในคู่มือผู้ผลติของบริษัทผลติทรานซิสเตอร์ ในรูป
คุณลกัษณะทางไฟฟ้า ค่าเวลาท างาน (tON) และค่าเวลาหยุดท างาน (tOFF) หาได้จาก
สมการ



การเพิม่ความเร็วของสวิตช์ของ
ทรานซิสเตอร์  สามารถท าได้โดยการ
เพิม่กระแสเบส (IB) ให้ขา B ของ
ทรานซิสเตอร์ เพ่ือลดค่าเวลาเคล่ือนขึน้ 
(tr) ลงให้น้อยท่ีสุด เพราะสภาวะการ
เปลีย่นแปลงการท างานของตัว
ทรานซิสเตอร์ในวงจรสวติช์
ทรานซิสเตอร์  จะขึน้อยู่กบัค่าเวลาคงที่ 
RC ในวงจรระหว่างตัวเกบ็ประจุตรง
รอยต่อขา B กบัขา C ของทรานซิสเตอร์
(CBC)  และตัวต้านทานภาระ (RL)



ค่าความต้านทาน RBE มีค่าต ่ามากเสมือนเป็น 0 Ω ท าให้เวลาคงที่ () ในการท างานของตัว
ทรานซิสเตอร์ขึน้อยู่กบัค่า RL และ CBC เขียนสมการได้ดั้งนี้

เม่ือ  (ทาว) =  ค่าเวลาคงที่
RL =  ความต้านทานภาระ

CBC = ความจุระหว่างรอยต่อ B และขา C ของทรานซิสเตอร์

ถ้าเพิม่ค่ากระแส IB ให้มากขึน้ท าให้กระแส IC ไหลมากขึน้ มีผลต่อช่วงเวลาเคล่ือนขึน้ของ
การเปลีย่นสภาวะท างานของทรานซิสเตอร์ การเพิม่กระแส IB ของวงจรท าได้โดยการปรับลด
ค่าความต้านทาน R1 แต่การท าเช่นนีม้ีผลต่อช่วงเวลาเหมาะสม (ts) มีค่าเพิม่ขึน้ มีวธีิการอกีวธีิ
หน่ึงทีส่ามารท าให้สวติช์ทรานซิสเตอร์ท างานถึงจุดอิม่ตัวได้เร็วขึน้ โดยไม่เพิม่เวลาสะสม (ts) 
ด้วยการใช้ตวัเกบ็ประจุต่อคร่อมขนานกบั R1 เรียกตวัเกบ็ประจุนีว่้า  ตวัเกบ็ประจุเพิม่ความเร็ว 
(Speed Capacitor)



แสดงวงจรเพิม่ความเร็วให้สวติช์
ทรานซิสเตอร์  โดยใช้ตวัเกบ็ประจุเพิม่
ความเร็ว C1 คร่อมตวัต้านทาน R1 ตัว C1

ช่วยเพิม่กระแสเบส (IB) ให้ไหลเข้าขา B เพิม่
มากขึน้ในจังหวะมพีลัส์บวกป้อนเข้ามา  
กระแสเบส (IB) ทีไ่หลผ่านขา B ของ
ทรานซิสเตอร์ 2 ส่วน  คือ ส่วนทีห่น่ึงกระแส
ทีเ่กดิจากการประจุแรงดนัของ C1 ส่วนทีส่อง
เป็นกระแสไหลปกตทิีผ่่าน R1 การเกดิกระแส
เบส (IB) ทั้ง 2 ส่วน





จากรูปเป็นการแสดงกระแส IB ที่เกดิในวงจรสวติช์ทรานซิสเตอร์เม่ือใส่ตัวเกบ็ประจุเพิ่มความเร็ว 
C1 พร้อมแสดงค่ากระแส IB ท่ีเกดิแต่ละส่วน รูป (ก) เป็นสภาวะกระแส IB1 ไหลเกดิจากตัวเกบ็ประจุ C1

ประจุแรงดนัไว้ เม่ือมแีรงดนัพลัส์อนิพุตเป็นบวกป้อนเข้ามา (เวลา t0) ขณะ C1 ประจุแรงดนัในคร้ังแรก
จะเกดิกระแส IB1 ไหลสูงมาก และค่อยๆ ไหลน้อยลงเม่ือแรงดนัถูกประจุใน C1 มากขึน้ จนกระทั่ง C1

ประจุเต็มกระแส IB จะหยุดไหล เม่ือสัญญาณพลัส์อนิพุตที่ป้อนเข้ามาตกลงเป็น 0 V (เวลา t1) ตัวประจุ 
C1 ท าหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายแรงดนัแทน มีขั้วแรงดนัป้อนให้รอยต่ออมิิตเตอร์กบัเบสเป็นไบแอสกลบั ช่วย
ท าให้ทรานซิสเตอร์หยุดน ากระแสได้เร็วขึน้ ลดเวลาสะสม (ts) ในการท างานของตัวทรานซิสเตอร์ลง  
กระแส IB1 ที่เกดิจากการประจุแรงดนัของ C1 สามารถเสริมกระแส IB2 ที่ไหลปกติผ่าน R1

ในรูป(ข) เป็นสภาวะกระแส IB2 ไหล  เกดิขึน้จากการจ ากดักระแสของ R1 ซ่ึงค่ากระแส IB2 นีจ้ะไหล
คงท่ีค่าหน่ึงในจังหวะแรงดนัพลัส์อนิพุตเป็นบวกป้อนเข้ามา (เวลา t0) จน กระทั่งถึงเวลาแรงดนัพลัส์
อนิพุตลดลงเป็น 0 V (เวลา t1)





รูป (ค) เป็นสภาวะกระแส IB รวมของวงจรทีเ่วลา t0 เกดิกระแส IB1 + IB2 
ไหล กระแส IB เร่ิมต้นไหลมากกว่าปกติ  และลดลงเข้าสู่สภาวะปกติเม่ือ
ทรานซิสเตอร์ท างานถึงจุดอิม่ตัว จนถึงช่วงเวลา t1 จะมีกระแส IB ย้อนกลบั
เพิม่ขึน้มากกว่าปกติช่วยท าให้ตัวทรานซิสเตอร์ท างานถึงจุดคตัออฟได้เร็วขึน้  
ลกัษณะกระแส IB ทีเ่กดิจากการท างานของส่วนต่างๆ แสดงดังรูป (ง)



การใช้เฟต (FET) มาท าเป็นสวติช์สามารถท าได้คล้ายกบัสวิตช์ทรานซิสเตอร์  
คือต้องจ่ายแรงดันไบแอสให้ถูกต้องเหมาะสมควบคุมทีข่าเกต (G) ของเฟต ซ่ึง
แตกต่างกนัไปแล้วแต่ชนิดของเฟต เช่น ชนิดเจเฟต (JFET) ขา G เม่ือได้รับ
ไบแอสกลบั JFET จะหยุดน ากระแสเหมือนกบัสวติช์ตัดวงจร (OFF) ขา G เม่ือ
ได้รับไบแอส 0 V หรืองดจ่ายไบแอส JFET จะน ากระแสเหมือน กบัสวิตช์ต่อ
วงจร (ON) ส่วนชนิดดีมอสเฟต (D – MOSFET) การจ่ายไบแอสควบคุมทีข่า G
ท าได้เช่นเดียวกบั JFET  และเฟตชนิดอมีอสเฟต (E – MOSFET)  ขา G เม่ือ
ได้รับไบแอสตรงจะน ากระแสเหมือนสวิตช์ต่อวงจร (ON)  และเม่ือได้รับไบแอส
กลบัจะหยุดน ากระแสเหมือนสวติช์ตัดวงจร (OFF)



ในช่วงเวลา t0 – t1 ไม่มีสัญญาณพลัส์ใดๆ ป้อนเข้ามาท่ีอนิพตุ Ei ขา G ไม่มีไบแอสจ่ายให้ ท าให้ 
JFET ชนิด N แชนแนลน ากระแส มีกระแส ID ไหลผ่านค่าสูง JFET ท างานถึงจุดอิม่ตัวเป็นสวติช์ใน
สภาวะต่อวงจร (ON)

ในช่วงเวลา t1 – t2 มีสัญญาณพลัส์ลบป้อนเข้ามาที่อนิพตุ Ei ขา G ได้รับไบแอสกลบัที่รอยต่อขา 
G กบัขา S (VGS) รอยต่อเกดิค่าความต้านทานสูงต้านการไหลของกระแส ID ไม่ให้ไหล JFET ท างาน
ที่จุดคตัออฟ เป็นสวติช์ในสภาวะตัดวงจร (OFF) ดงัรูป (ข)



สวติช์มอสเฟต (MOSFET Switch) เป็นสวติช์อเิลก็ทรอนิกส์อกีชนิดหนึ่ง ใช้ MOSFET 
เป็นอุปกรณ์หลกัในการท างานเป็นสวิตช์  MOSFET ทีผ่ลติมาใช้งานมี 2 ชนิด  คือ ชนิด
ดมีอสเฟต (D – MOSFET)  และชนิดอมีอสเฟส (E – MOSFET)  การจ่ายไบแอสควบคุม
การท างานให้กบั MOSFET ทั้งสองชนิดแตกต่างกนั



ในช่วงเวลา t0 – t1 ไม่มีสัญญาณพลัส์ใดๆ ป้อนเข้ามาทีอ่นิพุต Ei ขา G ไม่มี
ไบแอสจ่ายให้ ท าให้ D – MOSFET ชนิด N แชนแนลน ากระแส มีกระแส ID ไหล
ผ่านค่าสูง D – MOSFET ท างานถึงจุดอิม่ตัว เป็นสวติช์ในสภาวะต่อวงจร (ON)

ในช่วงเวลา t1 – t2 มีสัญญาณพลัส์ลบป้อนเข้ามาทีอ่นิพุต Ei ท าให้ได้รับ
ไบแอสกลบัที่รอยต่อขา G กบัขา S (VGS)  เกดิการเหน่ียวน าสนามไฟฟ้าระหว่าง
รอยต่อขา D กบัขา S ให้มีคุณสมบัติเป็นสารกึง่ตัวน าชนิดตรงข้ามกบัสารกึง่
ตัวน าทีข่า D กบัขา S  เกดิแรงต้านการไหลของกระแส ID  กระแส ID หยุดไหล D 
– MOSFET ท างานทีจุ่ดคตัออฟ  เป็นสวติช์ในสภาวะตัดวงจร (OFF) ได้
สัญญาณตามจุดต่างๆ แสดงดังรูป (ข)



ส่วน E – MOSFET จะถูกจ่ายไบแอสให้ท างานแตกต่างออกไป  เพราะคุณสมบัตขิอง
โครงสร้าง E – MOSFET แตกต่างจาก D – MOSFET  การควบคุมการท างาน E –
MOSFET มีลกัษณะคล้ายทรานซิสเตอร์ คือขณะไม่จ่ายไบแอสตรงให้ขา G ตัว E –
MOSFET ไม่ท างาน และขณะจ่ายไบแอสตรงให้ขา G ตัว E – MOSFET ท างาน



ในช่วงเวลา t0 – t1 มีสัญญาณพลัส์บวกป้อนเข้ามาทีอ่นิพุต Ei ท าให้ได้รับ
ไบแอสตรงที่รอยต่อขา G กบัขา S (VGS) เกดิการเหน่ียวน าสนามไฟฟ้าระหว่าง
รอยต่อขา D และขา S ให้มีคุณสมบัติเป็นสารกึง่ตัวน าชนิดเดียวกบัสารกึง่ตวัน า
ขา D กบัขา S  เกดิการต่อเช่ือมขา D กบัขา S ถึงกนั  มีกระแส ID ไหลผ่านค่าสูง 
E – MOSFET ท างานทีจุ่ดอิม่ตัว  เป็นสวติช์ในสภาวะต่อวงจร (ON)

ในช่วงเวลา t1 – t2 ไม่มีสัญญาณพลัส์ใดๆ ป้อนเข้ามาทีอ่นิพุต Ei ขา G ไม่
มีไบแอสจ่ายให้ ท าให้ E – MOSFET ชนิด N แชนแนลไม่น ากระแส ไม่มีกระแส 
ID ไหล E – MOSFET ท างานทีต่ าแหน่งคตัออฟ เป็นสวิตช์ในสภาวะตัดวงจร 
(OFF) ได้สัญญาณตามจุดต่างๆ  แสดงดังรูป (ข)
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